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y, optique de la distribution des défauts par Ellipsométrie Spectroscopique.
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E1l, E2& E3 85% Melt thresh. 1P, 3P & 9P

E4, E5 &E6 909% Melt thresh. 1P, 3P & 9P
E7, EB & E9 95% Melt thresh. 1P, 3P & 9P
E9 Melt thresh. 1P & 3P
E10 110% Melt thresh. 1P
E11 115% Melt thresh. 1P
E14 130% Melt thresh. 1P
E15 135% Melt thresh. 1P
E1l6 140% Melt thresh. 1P

= 2keV B+ ions Implantation: E17 145% Melt thresh. 1P
E18 150% Melt thresh. 1P
> Dose = 3e14 at/cm?
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Correlation matrix:
Parameter HName CorrA CorvrB CorrC CorrD CorrE
H ADI 1.00608
T4 -0.1769 1.0000
T3 -8.17408 B8.8148 1.0000
T2 8.2164 -0.08359 -0.9691
T 8.1161 -0.0382 -0.08391

Influence de la dose sur le taux de défauts =
é. =0 . _}_ _i‘
Profils amorphe en fonction de I'énergie du |

recuit pour la dose 3e14 cm-2
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Profils amorphe en fonction de

SiXtal ~4 p
) . Si02~1p
I’énergie du recuit pour la

dose 3el4 cm-2 et nbre de SOl Sisubstrate
pulses 1,3,9 Pulses
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OPTICAL METROLOGY & POLARIMETRY
Micro and Nano-Technology-Scientific Consulting by

SERMA Technologies
Expertise/ consultant développement & \veille

technologique sur Iles techniques de Metrologie
Optique et applications utilisant la polarimétrie

Grace a notre expérience nous pouvons assurer l’interface avec des
laboratoires de mesures sur les problématiques Industrielles en
proposant une caractérisation optigue adéquate (couches minces,

nouveaux matériaux, nanotechnologies off line et in line).
Ces Travaux bénéficient ainsi de I’Environnement de Recherche du LETI

-un potentiel de métrologie unigue avec MINATEC et SERMA : -
compléter les analyses (TEM, SIMS, ..) et les autres moyens des acteurs
de Rhone Alpes et donc un accés a des Instruments d’Optigue de
Métrologie industrielles et interface avec les laboratoires développant les

dernier instruments d’optique innovants.
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